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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ПОЛУПРОВОДНИКОВИ НАНОПРИБОРИ ЗА ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА
СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма НАНООПТОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КРЕДИТИ (ECTS): 2
КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	II
	2
	30

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	2
	30

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ


Настоящият курсът е създаден на основата на последните постижения в конвенционалната наноелектроника и нанооптоелектроника, изградени върху нискоразмерни полупроводникови структури, полупрозрачни метални слоеве и нанодиелектрични слоеве. Размерите на приборите са в наномащабния диапазон, явленията в тях са на квантово ниво, а бързодействието достига скоростта на светлината. Тези параметри осигуряват изключително висока степен на интеграция в интегрални схеми, почти теоретична експлоатационна надеждност и създаване на дискретни прибори на молекулярно ниво. Успехите в тази област в значителна степен се дължат на приложението на информационните технологии при симулация на технологични и физични процеси в новото поколение прибори. Студентите ще имат възможност да се запознаят с действителни научни приложения, внедрени в практиката, които доскоро бяха хипотетични и да симулират конструкции на действителни прибори.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Лекции
	

	1
	Технология на наноразмерните структури за база активни полупроводникови елементи. Методи за бездефектна кристализация на нискоразмерни полупроводникови системи. Физични процеси и термодинамични условия при създаване на равновесни и напрегнати многослойни сръврешетки.
	4

	2
	Основни материали в наноелектрониката: широкозонни и теснозонни полупроводници, позволяващи създаването на нискоразмерни структури., метали за полупрозрачни контакти със субнаноразмери, диелектрични слоеве с нанодебелини. Основни механични параметри: еластичност, пластичност, твърдост. Химична и физична адхезия между диелектрични, полупроводникови и метални слоеве.
	4

	3
	Графитови фулерни – методи за получаване, свойства и перспективи за приложения в оптоелектрониката.
	2

	4
	Аморфен силиций – контролируеми методи за получаване, луминесцентни свойства, възможни приложения в оптоелектрониката.
	2

	5
	Основни полупроводникови прибори на квантови точки и нишки. Основни технологични методи за създаване, повторимост на параметрите и възможности за включване в интегрални модули.
	4

	6
	CMOS, FET, HEMT - прибори, създадени върху наноструктури за интегриране с наноразмерни оптоелектронни прибори. Моделиране на приборите чрез симулация.
	4

	7
	Оптоелектронни интегрални схеми, включващи оптични, оптоелектронни и конвенционални елементи. Основни характеристики, преимущества и недостатъци.
	4

	8
	Оптичен компютър: принципна схема, методи на оптична връзка за предаване на информация, интелигентни сензори в интегрален вариант.
	2

	9
	Интегрални световоди, модулиращи и превключващи оптоелектронни елементи в наноразмерни мащаби.
	2

	10
	Биосензори с наномащабни размери за директно имплантиране в човешкия организъм.
	2

	
	Общо:
	30


В. Формата на контрол е: изпит 

На студентите се задава предварително основен въпрос (един ден преди изпита), който те подготвят, както по преподавания материал, така и от допълнителна литература по техен избор. Процесът на изпита протича като събеседване  по основния въпрос и кратки странични въпроси от преподавания материал, свързани с основния въпрос и се допълва от отговорите на страничните въпроси.

Г. Основна литература:

1. А. Попов – Лекционни записки, изготвени по научни публикации в международни списания.
2.  Vincenzo Balzani at all – “Molekcular Devices and Machines”
3. 
Подготвя се монография от проф. дфзн А. Попов по полупроводникови наноматериали и прибори за наноелектрониката
Д.  Допълнителна литература:
Научни статии от списания и доклади от конференции.
Съставил програмата: 

Дата: 6.03.2006 г.





/Проф. дфзн Ангел Попов./
